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１．概要（Summary） 

文部科学省・GRENE 事業の研究の一環として鉛フリ

ー圧電材料を用いた振動発電デバイスを目指し、京都

大学ならびにNIMSと共同開発している。京大ナノハ

ブ保有の多元スパッタ装置を用い、鉛フリーの圧電体

である(K,Na)NbO3のスパッタ成膜膜を用いた発電デ

バイス作製を目指している。今回はその一環としてレ

ーザー転写法による SUS 基板上への KNN 膜の転写

を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 多元スパッタ装置、X線回折装置、レーザアニール装置 

 

・実験方法 

 (K0.6,Na0.4)NbO3ターゲットを用いて RFマグネトロン

スパッタ法により、MgO 基板に成膜した。この膜を用いて

発電デバイス作製のベースとなるSUS板へのレーザー転

写を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 MgO 基板上にスパッタ法により形成した KNN 膜は X

線回折装置によりペロブスカイト型結晶構造であること、な

らびに(001)配向であることを確認した(Fig.1)。この膜に

対して、KrFエキシマレーザー（波長248 nm）をMgO基

板側から照射して、KNN膜をMgO基板から剥離しSUS

板上に転写した。レーザーパワー密度は 0.5~1 J/cm2で

あった。  

Fig. 2に転写後のKNN膜のX線回折パターンを示す。

(001)配向を保っていることがわかる。また、MgO 基板ピ

ークは観察されていない。これらの結果より、SUS 基板へ

KNN膜がダメージはなくSUS板上に転写されることがわ

かる。  

 

  

Fig. 1 X-ray diffraction pattern of as-deposited KNN 

film. 

 

Fig. 2 X-ray diffraction pattern of KNN film after 

laser lift-off. 

 

４．その他・特記事項（Others）  

 本研究は文部科学省 GRENE 事業の支援を受けて実

施した。 
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